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１．概要（Summary） 

 パワーデバイスの素子分離を ICPエッチングにより行い，

ボロンイオン注入による素子分離を行った場合とのリーク

電流値の比較を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ICPエッチング装置，段差計  

【実験方法】 

試料片に素子分離パターンを露光，現像したものに対

して，素子分離を ICPエッチングによるものとボロンイオン

の注入によるものを作製した後，リーク電流の比較を行っ

た．なお，それぞれの条件は以下のとおりである． 

ICPエッチング条件：塩素雰囲気，150W，420秒（お

よそ 120nmのエッチング量） 

ボロンイオンの注入条件（加速エネルギー/ドーズ量）：

①低エネルギー/1E+14atoms/cm 2，②低エネルギー

/1E+15，③中エネルギー/1E+14，④中エネルギー

/1E+15 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に加速エネルギーが低い（ドーズ量は 1E+14，

1E+15atoms/cm 2 の 2 水準 ）ときと，ICPエッチング

により素子分離を行ったときのリーク電流を示す．図中の

ref が ICP エッチングによるものである．同様に Fig.2 に

中程度の加速エネルギーの場合のリーク電流を示す． 

加速エネルギーが低いときのリーク電流値は ICP エッ

チングによる素子分離の場合に比べて大きい．中程度の

エネルギー，1E+14 atoms/cm 2 の場合も同様である． 

本実験からボロンイオン注入による素子分離によってリ

ーク電流を ICP エッチングによる素子分離と同等以下と

するには，少なくとも中程度の加速エネルギーと 1E+15 

atoms/cm 2 のドーズ量が必要であることがわかった． 

 

 Fig.1 Leakage Current (ICP vs Low Energy   

 Implantation) 

 

 

Fig.2 Leakage Current (ICP vs Middle Energy  

Implantation) 
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